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	课程名称：光电材料制备与表征
	课程类别（必修/选修）：选修
	课程英文名称: Fabrication and characterization of optoel
	总学时/周学时/学分：48/3/3
	其中实验/实践学时：0
	先修课程：大学物理
	后续课程支撑：光电检测技术
	授课时间：[1-16周] 周二5-7节
	授课地点：7B-412
	授课对象：2020光信息1-2班
	开课学院：电子工程与智能化学院
	任课教师姓名/职称：朱镇南/讲师
	答疑时间、地点与方式：
	1. 每次上课的课前、课间和课后，采用一对一的问答方式；2. 每次发放作业或课堂测试时，采用集中讲解
	课程考核方式：开卷（）闭卷（√）课程论文（）其它（）
	使用教材：1、《现代薄膜材料与技术》，张永宏主编，西北工业大学出版社，2016.8第1版，2016.
	课程简介：《光电材料制备与表征》是光电信息科学与技术专业的应用类课程。本课程主要学习光电材料的分类、
	课程教学目标
	支撑毕业要求指标点
	毕业要求
	目标1：理解光电材料的分类、用途，以及在光电学科的作用；掌握一些光电材料的常用制备方法；掌握光电材料
	4.2能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案。
	4.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对光电系统设计开发、集成应用、智能制造与检测等方向的复杂工程问题
	目标2：能根据材料的性能需求选取合适的制备工艺与流程；运用所学的材料检测和分析方法，能对一些光电材料
	目标3：培养学生具有主动参与、积极进取、崇尚科学、探究科学的学习态度和思想意识；养成理论联系实际、科
	理论教学进程表
	材料学简介；材料科学与工程四要素及其相互关系；材料的分类及性能特征；光电材料在工业与科研中的应用；
	重点：材料分类、作用、性能；材料科学与工程四要素的概念；光电材料的种类与用途；
	难点：材料科学与工程四要素的相互关系
	课程思政作业：阅读一篇与材料发展有关的文章或书籍，写一篇心得
	常用的材料制备方法；薄膜材料的定义和特殊性质；薄膜材料在科技与生产的应用和常见制备方法
	重点：薄膜制备方法简介；薄膜材料定义；薄膜材料的应用
	难点：材料制备方法的分类；薄膜材料的特殊性质；薄膜材料的制备方法
	课程思政融入点：介绍材料尺度与性质的变化，说明事物不是一成不变的，需要具体问题具体分析，培养学生对于
	真空的定义与意义；真空的获得与装置
	重点：真空的科学定义；真空的获取
	难点：真空概念的理解；获得真空装置的种类与原理
	真空的测量与真空系统的搭建
	重点：真空的测量
	难点：真空测量系统的搭建
	物质的热蒸发、薄膜沉积的厚度均匀性和纯度、真空蒸发装置
	重点：蒸发镀膜制备方法
	难点：蒸发镀膜的制备工艺与影响因素
	气体放电现象、物质的溅射现象、磁控溅射原理
	重点：溅射镀膜制备方法
	难点：溅射镀膜的制备工艺与影响因素
	外延的基本概念、分子束外延装置、特点、应用；
	重点：分子束外延的基本概念
	期中考试；化学气相沉积的概念和反应类型
	重点：化学气相沉积的概念
	化学气相沉积的传统方法和特殊方法
	重点：化学气相沉积的方法；
	难点：化学气相沉积的应用
	氧化物材料的性质和在光电领域的应用
	重点：氧化物材料在薄膜器件中的应用
	难点：纳米材料的特殊性能
	溶胶凝胶法的原理与优缺点、溶胶凝胶法制备氧化物材料及器件实例分析
	重点：溶胶凝胶法的原理
	难点：溶胶凝胶法的应用
	印刷制造的原理、印刷法相比于真空法的优势、印刷电子领域的研究进展
	重点：印刷电子的原理和发展原因
	难点：印刷电子面临的问题及解决方案
	光电材料分析方法概述，台阶仪
	重点：光电材料分析方法概述
	难点：光电材料分析方法的应用
	布拉格方程、XRD衍射仪的原理和结构；XRD标定和实例分析
	重点：XRD衍射原理
	难点：XRD衍射在材料检测中的应用
	电子与物质的反应、SEM/TEM的结构与分析实例；物质的发射谱与吸收谱、Ui-Vi分光光度计的仪器结
	重点：SEM和UV-Vis分光光度计的原理
	难点：SEM和UV-Vis分光光度计的应用
	学习从学术论文数据库搜索论文，并进行阅读；期末复习
	重点：文献检索的方法
	难点：文献检索的实际应用
	课程考核
	目标1
	4.2
	目标2
	2.4
	目标3
	6.2
	备注：闭卷考试
	注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》
	大纲编写时间：2022年8月25日
	系（部）审查意见：

